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Ge2Sb2Te5（GST）に代表されるカルコゲナイドは、外部刺激によってアモルファス相と

結晶相の状態を可逆的に転移させることができ、不揮発性メモリデバイスの材料として実

用化されてきた。しかしながら、レーザー照射によって可逆的な相転移を行う際の、表面

における構造変化はあまり調べられていない。本発表では、レーザー照射によってアモル

ファス相へと相転移させた GST 薄膜結晶の表面構造変化について、原子間力顕微鏡(AFM)

を用いて調べた結果について報告する。 

Si基板上に RF-マグネトロンスパッタ法でアモルファス GST を作製し、そのアモルファ

ス GST を加熱することによって、面心立方構造の GST（FCC-GST)と六方最密構造の GST

（HEX-GST)を得た。さらに、それぞれの結晶 GST薄膜にパルスレーザー（パルス幅：360 

fs、波長：520 nm、周波数：100 kHz、レーザーパワー：50 mW）を照射することによって

再びアモルファス化を試みた。AFM タッピングモードにて表面構造を観察した後、レーザ

ー照射後の表面についてはラマン分光測定を行い、アモルファス相へと変化していること

を確認した。 

FCC-GSTの表面を走査範囲 3 µmで AFMにて測定した結果を図 1(a)に示す。この表面は

粒状構造で構成され、算術平均粗さ Ra が 0.16 nmの平坦な表面であった。一方、HEX-GST

の表面は筋張った特徴的な構造をもち、Ra=0.46 nm となった(図 1(b))。FCC-GST をレーザ

ー照射によってアモルファス GST

へと戻した際に、 図 1(c) の AFM

像（Ra=0.63 nm）が得られた。ま

た、HEX-GST をレーザー照射によ

ってアモルファス GST に戻した際、

高低差の大きい（Ra =2.62 nm）し

わ状構造が出現した（図 1(d)）。各

図の右下に示した拡大図（走査範

囲 300 nm）により、各表面は 10～

20 nm 程度の粒状構造で構成され

ていることがわかる。パルスレー

ザー照射による結晶相からアモル

ファス相への相転移の際、 GST 薄

膜は粒状構造を保持した状態で粒

の集合体構造が変化すると考えら

れる。表面構造変化の詳細につい

ては当日議論する。 

Fig.1  AFM images of (a) FCC-GST, (b) HEX-GST, (c) amorphous 

GST obtained after laser irradiation to FCC-GST, (d) amorphous 

GST obtained after laser irradiation to HEX-GST. 
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